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１．研究計画の概要
半導体デバイス開発の現場では、低次元系

量子構造を実現する自己組織化と、そのヘテ
ロ接合に起因するストレスの制御技術の確
立が、特性向上のためのボトルネックになっ
ている。研究申請者らは、表面再構成構造が
ダブルドメイン化していた Si(110)面に対し
て、直流加熱電流の方向に依存する表面エレ
クトロマイグレーション効果を活用し、１次
元構造を有する Si(110)表面が形成されるこ
とを見出した。この Si(110)面をテンプレー
トとしてナノドット・ナノワイヤーの配列構
造を実現するとともに、ナノ構造の成長カイ
ネティクスを解明することによりストレス
の制御プロセスを確立し、高精度に制御され
た新規量子デバイス創成への指針を得るこ
とを目的とする。

２．研究の進捗状況
ナノドット規則配置のための Si(110)テン

プレートの作成方法の確立のため、走査型ト
ンネル顕微鏡(STM)による Si(110)清浄表面
の原子構造の評価を行なった。その上で、表
面エレクトロマイグレーション効果による
直流加熱電流の方向依存性、加熱温度の最適
化を行い、規定された Si(110)再構成表面の
原子構造評価を行った。その結果、mm オーダ
ーに及ぶ広範囲な表面領域の一次元性を実
現し、表面カイラリティを見出した。

これら１次元構造を有する Si(110)表面に
代表的な n型有機半導体分子であるフラーレ
ンを表面一次元凹凸構造の凸部分に優先的
に吸着させ、部分的にナノワイヤー構造を形
成することを見出した。

さらには、ナノドット・ナノワイヤーの成
長過程における Si(110)面の異方的ストレス
と、ナノクラスターの配列との関連を解明す
るため、ストレス測定用の通電式基板加熱機
構を開発した。

３．現在までの達成度
②おおむね順調に進展している。

計画通り Si(110)清浄表面の原子構造の評
価、表面エレクトロマイグレーション効果に
よる mm オーダーに及ぶ広範囲な表面領域の
一次元性を実現するとともに、これら１次元
構造を有する Si(110)表面上にフラーレンな
どの規則配列構造を実現している。

４．今後の研究の推進方策
新たに開発したストレス測定用の通電式

基板加熱機構を活用し、ナノドット・ナノワ
イヤーの成長過程における Si(110)面の異方
的ストレスと、ナノクラスターの配列制御と
の関連を解明し、高精度に制御された新規量
子デバイス創成への指針を得る
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